
図 1 トンネル接合を用いた LED 

高 InNモル分率 GaInNを用いたトンネル接合（2） 

Tunnel junctions with high InN mole fractions （2）  
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【はじめに】これまでに我々は、GaInN の狭バンドギャップ[1]、高ピエゾ分極[2]、Mg のメ

モリー効果の抑制[3]を利用することで、低抵抗なトンネル接合を実現した。その結果、LED

上に設けたトンネル接合の電圧降下は 20mA 駆動時で 0.1V 以下となり、十分な精度でその

抵抗を見積もることが困難となった。そこで、TLM法により抵抗を見積もった結果、約 1.2 

x 10
-2
[Ωcm

2
](InN モル分率 0.35～0.4) であり、通常の pコンタクト抵抗（4.9 x 10

-3
[Ωcm

2
]）

に比べると、一桁近く高いことがわかった。[4]。今回我々は、微小 LED による高電流密度

下におけるトンネル接合の電圧降下を見積もることで、面発光レーザへの応用を検討した。 

【実験および結果】MOVPE 法を用いて、青色 LED 構造上にトンネル接合を設けた構造を

作製した。トンネル接合の構造は、p
++

-Ga1-xInxN/n
++

-GaN（x=0.35~0.4）であり、各不純物濃

度はMg：8×10
19

cm
-3、Si：3×10

20
cm

-3である。図 2に 35µmΦの微小 LEDによる電流電圧特

性を示す。比較のため、微小 ITO電極を有する従来 LED の結果も示す。トンネル接合によ

る電圧降下の増加分は 5kA/cm
2時に 1.54V、1.76V であり、この結果から見積もられるトン

ネル接合による抵抗の増加分は、3～4×10
-4

 [Ωcm
2
]である。この結果から、トンネル接合は、

面発光レーザの電球狭窄部へ応用が可能であると考えられる。 
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図 2 トンネル接合を有した LEDの J-V特性 
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